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Telefunken Diode BYW85

Datasheet

BYW 82...BYW 86

Silizium-Mesa-Dioden
Anwendungen: Leistungsgleichrichter

Besondere Merkmale:
@ Kontrolliertes Avalancheverhalten
@ Glaspassiviarte Sparrschichit

® Hermetiach dichtes Gehause

@ ® Auch als "Gitebestéitigtes Bauelemeant™
nach V& 95288, CECC 50000 oder
ESA-SCC 5000 lieferbar

Die elektrischen Daten entsprechen denen der Dioden:

BYywaz - 1N BG24 BYW 84
BYwaiz - 1N 5625 BYW B5
Abmessungen in mm
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Bestempelung: Klartext oder TELEFLINKEN electronic Farbkodierung

Absolute Grenzdaten

@ KEleiner Sperrstrom
® Hohe Stofstrombelastbarkeit

= 1MN5626
- 1N5627

Sinterglasgehiuse
50D 64
Gewicht max. 1.0 g

KathodenanschlulR 1. Farbring

Sperrspannung, Periodische Spitzenspemspnnung

BYW 82 Uy = Uppa
BYW 83 Ua = Unpm
BYW B4 Uy =Upma
BYW B5 U = Uppia
BYW BG Uy =Uanua
StofdurchlaBstrom
t,=10ms Fig. 8 Tkgm
Periodischar DurchlaBspitzenstrom S
DurchlaBstrom, Mittelwert Fig.1, 3
Tome =65 °C Tean
Impulslaistung im Durchbruch
t,= 20 ps, Sinushalbwelle
L=176°C P

grau
2, Farbring
200 W rot
400 orange
600 V gelb
BOO Vv griin
1000 W blau
100 A
18 A
3 A
1000 W
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BYW 82...BYW 86

Zulassige Energiebelastung bei Avalanche-
betrieb Fig. B nicht periodisch
{Abschaltung induktiver Last)

L =1A.T=175°C E, 20 miNs
Granzlastintagral il 40 A g
Sperrschichttemparatur T 176 o
Lagerungstemperaturbereich T - 65...+ 175 C

Aty

Maximale Wirmewiderstande

Sperrschicht-Umgebung
I'=25 mm, T = konstant Fig.1 R 30 KW
auf Leiterplatte im Raster 37,6 mm Fig. 2 R T0 KW

Kenngrifen Mimn. Typ. M.
'|"I = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

I=3A Fig.8 U, 1.0 W
Spedratrom Fig. 5
U = Uy o 0.1 1 WA
UH-URRM,TI=1DD“E 'ln E 10 HA
Durchbruchspannung
=100 pa (- 1600 W
Diodenkapazitat Fig. 9
U, =0, =047 MHz C, 65 100 pF
Rickwirtserholzeit
h=05Alg=1Ai,=025A . 2 4 5
o
UH=50v.i,=m.d—'=5Nps 1 3 [ s
1
Sperrverzigerungsladung
d
IF=1-"~.d—'—5N|JE Q. -] 10 pc

WP _ —
- =004, =03ms
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BYW 82...BYW 86
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BYW 82...BYW 86
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